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INTRODUCCION

Los semiconductores organicos son una alternativa a la tecnologia actual
basada principalmente en silicio. Se busca conseguir propiedades similares
como la conduccion eléctrica por electrones y huecos. Para lograrlo, se
pueden introducir a a estructura molecular de los materiales organicas,
atomos de metales de transicion. Los semiconductores organicos se
caracterizan por su alternancia de enlaces sencillos y dobles gque dan lugar
3 una estructura de orbitales 1 que facilitan el transporte de cargas. Su fin
es fabricar con ellos peliculas delgadas que puedan usarse en la fabricacion
de dispositivos optoelectronicos. EL objetivo del presente trabajo es sintetizar
semiconductores 0rganicos a base de cobalto.

MATERIALY METODO

L3 sintesis se obtuvo mediante un montaje a reflujo, logrando una reaccion
en solucién de metanol con ftalcocianina de cobalto(ll) (CoPc) y
tetracyanoquinodimetano (TCNQ). El semiconductor obtenido se suspendio
en una solucion en agua de poli(3,4-etilendioxitiofeno)-poli(estireno sulfonato)
(PEDOT:PSS). Por medio de spin-coating se obtuvieron peliculas delgadas
caracterizadas guimica y estructuralmente mediante espectroscopias IR,
UV-vis y microscopia electronica de barrido (MEB), con la finalidad de
comprobar su naturaleza semiconductora.

RESULTADOS

La figura 1 muestra la espectroscopia IR de las materias primas, asi como del
semiconductor dopado. Se observa que el espectro del semiconductor
presenta senales de los principales grupos funcionales, tanto de las dos
materias primas como del nuevo semiconductor producto de la union de (a
CoFt con el TCNQ.

La grafica Tauc permite calcular la banda prohibida. En la figura 2 para
(ransiciones electronicas indirectas correspondientes a peliculas amorfas se
observa un valor de 3.5 eV, por lo gue se concluye gue el material dopado
efectivamente es semiconductor. La estructura amorfa pudo ser producida
por el enfriamiento rapido que sufrid el semiconductor despueés del montaje
a reflujo, o bien, consecuencia de la suspension del semiconductor con el
PEDOT:PSS de naturaleza polimérica. Por medio de la MEB de la figura 3 se
muestra (a superficie del semiconductor; se observa la presencia de (as
nanoparticulas gue le otorgan sus propiedades eléctricas.
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DISCUSION

Por as caracteristicas gue mosltro (a sintesis, en espectroscopia IR se pudo
ver gue el semiconductor presenta grupos funcionales de las materias
primas; se analizd que en su forma amorfa tiene un bandgap de 3.5 eV |
por MEB se observd que contiene nanoparticulas. Al estar hecho de
materiales organicos, el semiconductor se podra usar en diodos emisores
de luz orgdnicos (OLED) siendo mas eficientes, mas simples de construir y
mas finos que un LCD. Otro uso es como fotovoltaicos organicos (OPV), los
cuales tendran propiedades similares a las ocupadas actualmente, pero a
Un precio mas accesible.
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